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TI : Arrangement of semiconductor chip in chip carrier housing 
has conductive coating applied to semiconductor chip on 
opposite side to chip carrier 

PN: WO200302 6006-A2 

PD: 27.03.2003 

AB: NOVELTY - The arrangement has the semiconductor chip (1) 

mounted on the chip carrier (2) and enclosed by a resin mass (3) 
or an insulation layer, before application of a conductive 
coating (4) to the opposite side of the semiconductor chip to 
the chip carrier, in the form of a conductive layer applied to 
the resin mass or insulation layer and connected to a metal 
layer (7) applied to the chip carrier, e.g. a low-pass filter 
layer. DETAILED DESCRIPTION - Also included are INDEPENDENT 
CLAIMS for the following: (a) a chip card; (b) a chip module; 
USE - The semiconductor chip arrangement is used for a chip 
card or a chip module, e.g. a smart card or universal 
integrated circuit card. ADVANTAGE - Conductive coating 
provides Faraday shield. DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure 
shows a cross -section through a semiconductor chip arrangement 
in a chip carrier housing. Semiconductor chip 1 Chip carrier 2 
Resin mass 3 Conductive coating 4 Metal layer 7 
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© Anordnung eines Halbleiterchips in einem Gehause, Chipkarte und Chipmodul 

® Das Gehause besitzt eine rings umgebende Abschir- 
mung nach Art eines Faradayschen Kafigs oder es sind 
geeignete Dampfungselemente in den Zuleitungen vor- 
gesehen; es konnen auch gteichzeitig diese beiden Mittel 
eingesetzt sein. Auf diese Weise kann insbesondere ein 
Chipkarten-Modul-Gehause mit einer Abschirmung ver- 
sehen sein. Ein Halbleiterchip (1) ist auf einem Chiptrager 
<2) angebracht und mit einer Vergussmasse (3) umspritzt, 
auf deren AuBenseite eine elektrisch leitfahige Beschich- 
tung (4) aufgebracht und mit einer Metallschicht (7) auf 
der Innenseite des Chiptragers verbunden ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Anordnung 
eines Halbleiterchips in einem Gehause, mit der eine elek- 
tromagnetische Emission oder Tmmission des Halbteiter- 5 
chips verhindert wird, sowie eine damit ausgestattete Chip- 
karte oder ein Chipmodul. 

[0002] In dcr Zukunft konnen bci UICC (universal inte- 
grated circuit card), insbesondere bei Chipkarten (smart 
cards) vermehrt elektromagnetische Storungen infolge ho- 10 
her im Betrieb auftretender Frequenzen, insbesondere digi- 
taler Schaltungen, auftreten. Die im Betrieb der Schallung 
vorhandenen eleklrischen Strdme und Spannungen sind die 
Ursache fur das Auftreten der Abstrahlung hoch frequenter 
elektromagnetischer Wellen, die auch durch die vorhande- 15 
nen elektrischen Leiter gefuhrt sein konnen. Zunehmend hd- 
here interne Taktraten bei den integrierten Schaltkreisen 
sind die Ursache fur die Erzcugung starkcrer elektromagne- 
tischer Felder. Es ist dahcr mit vermchrten Storcinflusscn zu 
rechnen, die sich ausgehend von dem Halbleiterchip auch 20 
auf ein Gerat, in dem der Halbleiterchip eingesetzt ist, aus- 
wirken (Terminal, Handy und dergleichen). 
[0003] Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, eine 
Moglichkeit zur Verminderung der Storeinflusse durch 
hochfrequente elektromagnetische Abstrahlung von Halb- 25 
leiterchips anzugeben. 

[0004] Diese Aufgabe wird mit der Anordnung eines 
Halbleiterchips in einem Gehause mit den Merkmalen des 
Anspruchcs 1 bzw. des Anspruches 5 gclost. Ausgcstaltun- 
gen ergeben sich aus den abhangigen Anspriichen. 30 
[0005] Bei dieser Anordnung besitzt das Gehause eine 
rings umgebende Abschirmung nach Art eines Fara- 
day'schen Kafigs; oder es sind geeignete Dampfungsele- 
mente in den Zuleitungen vorgesehen; es konnen auch 
gleichzeitig diese beiden Mittel eingesetzt sein. Auf diese 35 
Weise kann insbesondere ein Chipkarten-Modul-Gehause 
mit einer Abschirmung versehen sein. Die Anordnung kann 
auch dirckt in einer Smart-Card oder einer UICC eingesetzt 
sein. 

[0006] Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispie- 40 

len dieser Anordnung an Hand der Fig. 1 bis 3. 

[0007] Die Fig. 1 und 2 zeigen jeweils ein Ausfuhrungs- 

beispiel einer Anordnung eines Halbleiterchips in einem 

Gehause. 

[0008] Die Fig. 3 zeigt die Ausgestaltung einer als Filter 45 
vorgesehenen Leiterbahnspirale. 

[0009] In der Fig. 1 ist ein erstes Ausfiihrungsbeispiel ei- 
ner Anordnung eines Halbleiterchips 1 in einem Gehause im 
Querschnitt dargcstcllt. Es ist ein Chiptrager 2 vorhanden, 
auf dem der Chip, in diesem Beispiel mittels einer Anzahl 50 
von Flachen aus einem Silberleitkleber 11, angebracht ist. 
Der Chiptrager und der Chip sind mil einer Vergussmasse 3 
(Mold, Globetop) verkapselt. Auf der iiuBeren Oberseite der 
Vergussmasse 3, d. h. auf der von dem Halbleiterchip 1 ab- 
gewandten AuBenseite, ist eine elektrisch leitende Be- 55 
schichtung 4 vorhanden. Der Chiptrager 2 ist mit elektri- 
schen Leitern versehen, die in diesem Beispiel Anschluss- 
lciter 5 umfassen, die fur cincn extcrncn elektrischen An- 
schluss vorgesehen sind. Diese Leiter befinden sich auf der 
ublicherweise als Vorderseite des gehausten Chips bezeich- 60 
neten, von dem Halbleiterchip abgewandten Oberseite des 
Chiptragers, die in der in der Fig. 1 dargestellten Orientie- 
rung unten ist. Es sind Durchbriiche 9, 10 durch den Chip- 
trager 2 vorhanden, die z. B. zylindrische Locher sein kon- 
nen. Durch diese Durchbruche hindurch sind Bonddrahte 8 65 
gefuhrt, die die Anschlussleiter 5 mit Anschlusskontakten 6 
des Halbleiterchips 1 elektrisch lcitend vcrbinden. 
[0010] Vorzugswcise befindet sich auf dcr mit dem Halb- 
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leiterchip versehenen Ruckseite des Chiptragers 2 eine Me- 
tallschicht 7, die elektrisch leitend mit den Leitern auf der 
Vorderseite verbunden ist. Dafiir ist in dem Beispiel der Fig. 
1 die mindestens eine Durchkontaktierung 12 auf der Wan- 
dung des Durchbruchs 10 vorhanden. Die Beschichtung 4 
auf der Oberseite der Vergussmasse 3 ist in diesem Beispiel 
mit dieser Metallschicht 7 verbunden, so dass hier eine den 
Halbleiterchip 1 rings umgebende Abschirmung als Fara- 
day- Kafig gebildet ist. Bei bevorzugten Ausgcstaltungen ist 
der Anteil der Metallisierung 7, der mit der elektrisch leiten- 
den Beschichtung 4 verbunden ist, auf Masse gelegL Die 
Anschlussleiter 5 auf der Vorderseite der Anordnung sind so 
strukturiert, dass sie trotz Vorhandenseins der Durchkontak- 
tierung 12 nicht iiber die Metallschicht 7 miteinander kurz- 
geschlossen sind. Die Anschlusskontakte 6 des Halbleiter- 
chips 1 besitzen so elektrisch voneinander isolierte separate 
externe Anschltisse. Andererseits wird eine weitgehende 
Abschirmung des Halbleiterchips auch von dcr Vorderseite 
des Gehauscs bewirkt. Von dem Halbleiterchip 1 im Betrieb 
der integrierten Schaltung ausgesandte elektromagnetische 
Storstrahlung kann so weitgehend abgeschirmt werden. 
[0011] Bei dern Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig. 2 ist der 
Halbleiterchip 1 mit der mit den Anschlusskontakten 6 ver- 
sehenen Oberseite nach unten auf dem Chiptrager 2 nach 
Art einer Flip-Chip-Montage angebracht. Die Metallschicht 
7 ist zu diesem Zweck geeignet strukturiert, so dass die An- 
schlusskontakte 6 getrennt voneinander uber die jeweils 
vorhandenen Durchkontaktierungcn 13 mit den vorgesehe- 
nen Anschluss lei tern 5 auf dcr gegeniibcrliegenden Scite 
des Chiptragers 2 elektrisch leitend verbunden sind. Auf der 
von dem Chiptrager 2 abgewandten Seite des Halbleiter- 
chips ist eine elektrisch leitende Beschichtung 4 vorhanden, 
die vorzugsweise auf der AuBenseite einer den Halbleiter- 
chip abdeckenden Isolationsschicht 30 aufgebracht ist. 
Auch bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist die Beschichtung 
vorteilhaft mit der Metallschicht 7 verbunden, so dass eine 
auf demselben Potenzial liegende allseitige Abschirmung 
des Halbleiterchips 1 bewirkt ist. 

[0012] Die elektrisch leitende Beschichtung 4 kann z. B. 
eine auf die Vergussmasse 3 beziehungsweise, falls vorhan- 
den, die Isolationsschicht 30 aufgebrachte diinne Metallisie- 
rung sein. Es kann sich dabei auch urn einen elektrisch lei- 
tenden Lack handeln, der beispielsweise durch Eintauchen 
der Anordnung in ein entsprechendes Bad aufgebracht wird. 
Es wird dabei vermieden, dass die separaten Anschlusse 
durch den aufgebrachten Lack kurzgeschlossen werden. 
Dazu wird darauf geachtet, dass vor dem Auftragen des 
elektrisch leitenden Lacks allc lcitcnden Flachen (Chip und 
Drahte) abgedeckt sind, wic dies bci Globc-Top-Gchausen 
oder Mold-Gehausen ohnedies der Fall ist. Bei Flip-Chip- 
Gehausen kann hierzu vor dem Lack eine nichtleitende Be- 
schichtung aufgetragen werden, vorzugsweise in Gestalt ei- 
ner Isolationsschicht 30. Die Metallschicht 7 kann grund- 
satzlich weggelassen sein. Insbesondere bei einer Anord- 
nung des Chips in Flip-Chip-Technologie entsprechend der 
Fig. 2 ist jedoch die Metallschicht 7 besonders geeignet und 
schinnt die in dem Halbleiterchip integrierte Schaltung be- 
sonders gut ab. 

[0013] Auftretende so genannte Kontakt-Emissionen des 
Chips konnen durch geeignete Filter in den Zuleitungen ab- 
geschirmt werden. Derartige Kontakt-Emissionen sind 
hochfrequente elektromagnetische Storungen, die uber die 
Kontakte und Zuleitungen ausgekoppelt werden. Es konnen 
hochfrequente Storungen von den Anschlusskontakten 6 des 
Chips uber die externen Anschlussleiter 5 und beim Einsatz 
des Chips in einer UICC uber die externen Anschlussleiter 
und Kontakte dcr Karte auch wciter bis in ein Terminal hin- 
ein weitergeleitet werden. 
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[0014] Die Ausbreitung storender Frequenzen kann be- 
hindert werden, indem in die Zuleitungen ein Tiefpass-Filter 
eingebaut wird. Ein solches Tiefpass-Filter ist zum Beispiel 
durch eine als Induktivitat wirkende Leiterspule oder Leiter- 
spirale gegeben. 

[0015] Eine solche Indukiiviiat kann insbesondere in einer 
der Metallschichten vorgesehen sein, mit denen die Haupt- 
seitcn des Chiptragers 2 bcschichtet sind. Bci bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielcn, bci denen die Innenscite des Gehau- 
ses mit der Metallschicht 7 auf der dem Halbleiterchip 1 zu- 
gewandten Oberseite des Chiptragers 2 beschichtet ist, kann 
die Induktivitat in dieser Metallschicht 7 ausgebildet sein. 
Das geschieht z. B. in der in der Fig. 3 im Schema darge- 
stellten Weise. 

[0016] In der Fig. 3 ist eine spiralartig strukturierte Leiter- 
bahn dargestellt, die von einer Anschlussflache 14 bis zu ei- 
ner im Inneren vorhandenen weiteren Fiache verlauft, unter- 
halb der sich z. B. eine hicr als verdecktc Kontur gestrichclt 
cingezcichnctc Durchkontaktierung 13 durch den Chiptra- 
ger 2 hindurch befindet. Auf der Anschlussflache 14 kann 
z. B. nach Art einer Flip-Chip-Montage ein Anschlusskon- 
lakt 6 des Halbleiterchips 1 aufgebracht werden. Dieser An- 
schlusskontakt 6 wird daher nicht wie in dem in der Fig. 2 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel geradlinig mit der Durch- 
kontaktierung 13 verbunden, sondem iiber die in der Fig. 3 
als Induktivitat wirkende strukturierte Leiterbahn. Bei ge- 
eigneter Dimensionierung und Strukturierung des Leiters ist 
so cine Filtcrwirkung gegen hochfrequcnte storende Kon- 
takt-Emissionen crrcicht. 

[0017] Falls die storenden Frequenzen sehr hoch sind, 
kann es bereits genugen, die Zuleitungen des Chips in einem 
geringen Abstand zueinander zu platzieren. Bei den hohen 
Frequenzen geniigt das Ubersprechen zwischen diesen Lei- 
terbahnen bereits, um eine ausreichende Filterwirkung der 
hohen Frequenzen zu bewirken. Im Einzelfall kann es auch 
genugen, beim Vorsehen einer Spirale oder Spule als Induk- 
tivitat nur eine geringe Anzahl von Windungen auszubilden, 
dicse Windungen abcr in sehr engem Abstand zueinander 
hcrzustcllen. 
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2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der 

auf der von dem Chiptrager (2) abgewandten Seite des 
Halbleiterchips (1) eine Vergussmasse (3) oder eine 
Isolalionsschicht (30) vorhanden ist und 
die elektrisch leitende Beschichtung (4) auf einer von 
dem Halbleiterchip (1) abgewandten AuBenseite der 
Vergussmasse (3) beziehungsweise der Isolations- 
schicht (30) aufgebracht ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Be- 
schichtung (4) ein Lack ist. 

4. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, bei 
der die Beschichtung (4) mil einem elektrisch leitenden 
Teil des Chipkorpers (2) verbunden ist. 

5. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei 
der die Beschichtung (4) mit einem als Masseanschluss 
vorgesehenen Leiter des Gehauses verbunden ist 

6. Anordnung eines Halbleiterchips in einem Gehause, 
das einen Chiptrager (2) mit Anschlussleitern (5) urn* 
fasst, die fur externen clcktrischen Anschluss vorgese- 
hen sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
eine elektrisch leitende Verbindung eines Anschluss- 
kontaktes (6) des Halbleiterchips (1) mit einem dieser 
Anschlussleiter (5) des Chiptragers (2) vorhanden ist 
und diese Verbindung mit einem Tiefpass-Filter verse- 
hen ist. 

7. Anordnung nach Anspruch 6, bei der das Tiefpass- 
Filter eine als Induktivitat vorgesehene spulenartige 
Ausbildung der elektrisch leitenden Verbindung ist. 

8. Anordnung nach Anspruch 6, bei der das Tiefpass- 
Filter durch eine Anordnung von Leiterbahnen in ei- 
nem so geringen Abstand zueinander gebildet ist, dass 
ein Ubersprechen zwischen diesen Leiterbahnen eine 
Filterwirkung fur hohe Frequenzen bewirkt. 

9. Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 8, bei 
der das Tiefpass-Filter in einer Metallschicht (7) auf ei- 
ner Oberseite des Chiptragers (2) ausgebildet ist. 

10. Anordnung nach Anspruch 9, bei der das Tiefpass- 
Filter in einer Metallschicht (7) ausgebildet ist, die auf 
einer Oberseite des Chiptragers aufgebracht ist, auf der 
der Halbleiterchip angebracht ist. 

11. Anordnung nach Anspruch 10, bei der der Halblei- 
terchip (1) so auf dem Chiptrager angebracht ist, dass 
Anschlusskontakle des Halbleiterchips mit zugehori- 
gen Anschlussflachen (14) der mit dem Tiefpass-Filter 
versehenen Metallschicht (7) verbunden sind. 

12. Chipkarte mit einer Anordnung gemaB einem der 
Anspriiche 1 bis 11. 

13. Chipmodul mit einer Anordnung gemaB einem der 
Anspriiche 1 bis 11, das fur einen Einsatz in einer 
Smart- Card oder einer IJICC vorgesehen ist. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 

60 

1 . Anordnung eines Halbleiterchips in einem Gehause, 
das einen Chiptrager (2) umfasst, wobei 
der Halbleiterchip (1) auf dem Chiptrager (2) ange- 
bracht ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass 65 
auf einer von dem Chiptrager (2) abgewandten Seite 
des Halbleiterchips (1) cine elektrisch leitende Be- 
schichtung (4) vorhanden ist. 
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